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 近年， 4.9～5.3eV の大きなバンドギャップをもつ酸化ガリウム（Ga2O3）がパワーデバイスの新材料

として注目されている。Ga2O3 は 5 つの結晶構造をとり、その中でも corundum 構造を有する α-Ga2O3
に我々は着目している。α-Ga2O3 は同族酸化物で同様の構造をもつ α-Al2O3 や α-In2O3 との混晶薄膜の作

製が容易であり

[1]
、バンドギャップエンジニアリングの観点からデバイスへの応用が期待できる。これ

まで、当研究室では高耐圧なパワーデバイス応用や 2 次元電子ガスを用いた高電子移動度トランジス

タ(HEMT)のデバイス応用を目指し α-Ga2O3 HEMT の障壁層として α-(AlxGa1-x)2O3 に注目してきた。こ

れまでの研究から、c 面 sapphire 上に corundum 構造を保ったまま、全 Al 濃度において α-(AlxGa1-x)2O3
を成長させることに成功していたが

[2]
、Sn ドープに関しては十分な結果を得られていなかった。それ

は、Sn をドープした際に Sn の配位数が Sn2+
、Sn4+

をとる、熱処理により抵抗値が上昇するといった問

題があるためで

[3]
、α-(AlxGa1-x)2O3 においてその解析は行われておらず未知であった。そこで本研究で

は、上記の問題について明らかにすることを目的とし、ESR 測定を試みた。 
c 面 sapphire 上に Sn ドープ α-(AlxGa1-x)2O3 薄膜を Al 濃度、溶液中[Sn]/[Ga]濃度を変化させ、ミスト

CVD 法により成長させた。そのホール効果測定結果を表 1 に示す。これより、x = 0.03、[Sn]/[Ga] = 0.05%
において、キャリア濃度 2.4 ×1018 cm-3

、移動度 4.7 cm2/Vs を得ることができた。図 1 に Sn ドープ

α-Ga2O3 と Sn ドープ α-(Al0.03Ga0.97)2O3 の ESR 測定の結果を示す。図 1 より、α-Ga2O3 は報告値と同様の

結果が得られ

[4]
、α-(Al0.03Ga0.97)2O3 についてはノンドープで見られなかったピークが Sn ドープの試料で

見られ、Sn 濃度を大きくするとピーク強度が大きくなることも確認でき、Sn に由来したピークである

ことがわかった。講演会ではより詳細に Sn ドープ α-(AlxGa1-x)2O3 ついて報告する予定である。 
 

 

 

Tab. 1 Results of Hall effect measurements of Sn-doped α-(AlxGa1−x)2O3 

Fig.1 ESR spectrum for Sn doped α-Ga2O3  
and α-(Al0.03Ga0.97)2O3 at room temperature 
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